GABARITO

1) Projete um inversor pseudo-NMOS que tenha Vo, = 0,1 V. Sejam Vpp =25V, [V{| =0,4 V, k, =

4k, =120 pA/VZe (W/L)n = 0,375 um/0,25 pum. Qual o valor de (W/L)p? Calcule a dissipagéo de
poténcia estatica.
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5) Esboce o circuito pseudo-NMOS que realize a fungdo Y = A(B+CD)
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2) Considere os circuitos da Figura 2 com todos os transistores PMOS substituidos por NMQOS, e todos os
NMOS por PMOS, e com as ligacdes do terra e Vpp invertidos. Quais serdo as fungdes nas saidas Y?
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Fazendo os reversos no circuito da figura 2a, como indicado no enunciado, a saida passa a estar em nivel alto quando B esta
em nivel baixo ou quando A estd em nivel baixo. Nesse caso, teremos um circuito NAND:

Y=A+B=AB
Por outro lado, fazendo os reversos no circuito da figura 2b, como indicado no enunciado, temos idealmente uma porta NAND,
antes e depois.

3) Esboce os circuitos completos para as portas INVERSORA, NE e NOU, com as duas ultimas
possuindo duas entradas, e um circuito para ¥ = AB+CD.
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4) Considere uma porta NE de duas entradas implementada com uma légica dindmica, fabricada no
processo CMOS no qual k'y = 3k', = 75 pA/VZ, Vin = —Vip = 0,8 V e Vpp = 3 V. Para manter C_ pequeno,
dispositivos NMOS de dimensées minimas sdo usados com W/L = 1,2 um/0,8 um (incluindo Q). O
transistor de precarga Qp possui 2,4 um/0,8 um. O valor de C_ encontrado é 15 fr. Considere a operacéo
de precarga com a porta de Q, em 0 V, e suponha que em t = 0, C_ esta totalmente descarregado. Calcule

o0 tempo de subida para a tensdo de saida, definida no tempo como sendo vy subindo de 10% a 90% do
valor final de 3 V. Determine a corrente para vy = 0,3 V e a corrente em vy = 2,7 V, entdo obtenha um
valor aproximado para t;, t, = C.(2,7 — 0,3)/l.y, onde l,, é 0 valor médio das duas correntes.
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5) Explique detalhadamente os ciclos de leitura e escrita de uma celula de memoéria RAM estética
conforme explicado em aula.

Vejaitens 11.4 e 11.5 do livro.

6) Uma pastilha RAM de 256 Mbit com leitura de 16 bits emprega uma configuracdo de 16 blocos com
conjuntos de células quadradas. Quantos bits de endereco sdo necessarios para o bloco decodificador, o
decodificador de linhas e o decodificador de colunas?

Para 16 blocos, 4 bits para enderecamento de bloco sdo necessérios (22 = 16). Portanto, cada bloco tera 16
Mb de tamanho. Considerando a arquitetura quadrada vista em aula, cada bloco tera 4096 linhas e 4096
colunas. S&o necessarios 12 bits para enderecamento de linha (222 = 4096) e 12 bits para enderecamento
de coluna. No total temos 2x12+4 = 28hits.

7) Uma versdo particular do amplificador sensor regenerativo da Figura 3 em uma tecnologia de 0,5 pm,
utiliza transistores para os quais [Vi = 0,8 V, &, = 2,5k, = 100 £A/NV? Vpp = 3,3V, com (W/L)n =6 um /
1,5 um e (W/L)p = 15 #m/1,5 pm. Para cada inversor, obtenha o valor de G,. Para uma capacitancia da
linha de bit de 0,8 pF e um atraso para alcancar 0,9 Vpp de 2 ns, obtenha a tenséo de diferenca necessaria
entre as duas linhas de bit. Se o tempo puder ser aumentado de 1 ns, qual sinal de entrada podera ser
conduzido? Com o tempo de atraso aumentado e com o sinal de entrada no nivel original, por qual
porcentagem a capacitancia da linha de bit e o correspondente comprimento da mesma podem ser
aumentados? Se o tempo de atraso necessario para as capacitancias das linhas de bit carregarem através
da corrente constante disponivel da célula de armazenamento for 5 ns de forma a conseguir o sinal de
tensdo de diferenca que o amplificador sensor necessita, como esse tempo aumenta quando linhas mais
longas sdo empregadas?
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8) Dada uma memoria ROM com 8 palavras de 4 bits. Escreva 8 nimeros binarios B3B,B;1By onde B3 é
o digito mais significativo. Converta cada digito do niamero 8543859 em nimero binario e programe cada

um deles na memoria ROM fazendo 8543859 = W;WsWsW,W3;W,W; onde W; é o algarismo menos
significativo, W, é o segundo algarismo significativo e assim por diante.

Veja item 11.6 do livro.






